1. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 1kOhm £ 1%; napiecie znamionowe 50V lub wyzsze;
gabaryty obudowy: dtugos¢: 1.0mm = 0.1mm, szeroko$¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysokos¢: 0.35mm £ 0.1mm. llos¢:
100 szt.

2. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 3.3kOhm + 1%; napiecie znamionowe 50V lub
wyzsze; gabaryty obudowy: dtugosé: 1.0mm + 0.1mm, szeroko$¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysoko$¢: 0.35mm *
0.1mm. llo$¢: 100 szt.

3. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 10kOhm + 1%; napiecie znamionowe 50V lub wyzsze;
gabaryty obudowy: dtugos¢: 1.0mm = 0.1mm, szeroko$¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysokos¢: 0.35mm £ 0.1mm. llos¢:
100 szt.

4. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 100kOhm + 1%; napiecie znamionowe 50V lub
wyzsze; gabaryty obudowy: dtugosé: 1.0mm + 0.1mm, szeroko$¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysoko$¢: 0.35mm *
0.1mm. llos¢: 100 szt.

5. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 33MOhm + 5%; napiecie znamionowe 50V lub
wyzsze; gabaryty obudowy: dtugos¢: 1.0mm + 0.1mm, szeroko$¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysoko$¢: 0.35mm *
0.1mm. llos¢: 30 szt.

6. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 1.5kOhm * 1%; napiecie znamionowe 50V lub
wyzsze; gabaryty obudowy: diugosé: 1.0mm £ 0.1mm, szerokos¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysokos$¢: 0.35mm +
0.1mm. llo¢: 100 szt.

7. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 80.6kOhm * 0.5%; napiecie znamionowe 50V lub
wyzsze; gabaryty obudowy: diugosé: 1.0mm £ 0.1mm, szerokos¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysokos$¢: 0.35mm +
0.1mm. lloé¢: 30 szt.

8. Kondensator ceramiczny do montazu powierzchniowego; pojemnos¢ 0.1uF £ 10%; napiecie znamionowe
10VDC lub wyzsze; materiat izolacyjny pozwalajgcy na prace w zakresie temperatur od -55stC (lub nizszych)
do +125stC (lub wyzszych); zmiana pojemnosci wzgledem zmiany temperatury (od -55stC do +125stC) nie
wieksza niz £ 15%; gabaryty obudowy: dtugos¢: 1.0mm + 0.1mm, szerokos¢: 0.5mm £ 0.1mm, wysokos¢:
0.5mm + 0.3mm. llos¢: 100 szt.

9. Kondensator ceramiczny do montazu powierzchniowego; pojemnos¢ 1uF + 10%; napiecie znamionowe
10VDC lub wyzsze; materiat izolacyjny pozwalajgcy na prace w zakresie temperatur od -55stC (lub nizszych)
do +125stC (lub wyzszych); zmiana pojemnosci wzgledem zmiany temperatury (od -55stC do +125stC) nie
wieksza niz £ 15%; gabaryty obudowy: dlugos¢: 1.0mm + 0.1mm, szeroko$¢: 0.5mm + 0.1mm, wysokose¢:
0.5mm £ 0.3mm. llo$¢: 100 szt.

10. Kondensator ceramiczny do montazu powierzchniowego; pojemnos¢ 10uF + 10%; napiecie znamionowe
10VDC lub wyzsze; materiat izolacyjny pozwalajgcy na prace w zakresie temperatur od -55stC (lub nizszych)
do +125stC (lub wyzszych); zmiana pojemnosci wzgledem zmiany temperatury (od -55stC do +125stC) nie
wieksza niz = 15%; gabaryty obudowy: dtugosé: 1.6mm = 0.15mm, szerokos¢: 0.8mm £ 0.15mm, wysokosc:
0.8mm = 0.3mm. llos¢: 100 szt.

11. Pamie¢ EEPROM do montazu powierzchniowego; rodzaj interfejsu: 2-Wire, 12C; maksymalna
czestotliwosé zegara 1MHz lub wyZzsza; kompatybilny z 12C w trybie z czestotliwoscig pracy na poziomie co
najmniej 400kHz; protokdt komunikacyjny z jednym byte-em adresu; wielko$¢ pamieci 16kb + 5%;
dopuszczalne napiecie zasilania w zakresie 1.7V do 5.5V lub szerszym; temperaturowy zakres pracy od
-40stC do +85stC lub szerszy; liczba wyprowadzen (warto$¢ nominalna): 8; liczba stron, na ktére sg
wyprowadzone piny: 2; wymiary gabarytowe: dtugosé: 2.0mm + 0.1mm, szerokos¢: 3.0mm £ 0.1mm,
wysokosé: 0.55mm = 0.2mm; raster wyprowadzen: 0.5mm (warto§¢ nominalna). llo$¢: 20 szt.

12. Tranzystor MOSFET typu P, do montazu powierzchniowego; prad ciagty drenu 3.8A * 0.3A; napiecie
przebicia dren-zrédto 12V lub wyzsze; rezystancja dren-zrédio 100mOhm lub nizsza; napiecie progowe
bramka-zrodio ponizej 1.5V; fadunek bramki ponizej 20nC; dozwolone napiecie bramka-zrodto w zakresie £7V
lub szerszym; temperaturowy zakres pracy od -55stC do +150stC lub szerzej; liczba kanatéw (wartos¢
nominalna): 2; liczba wyprowadzen (wartos¢ nominalna): 8 (6 wyprowadzen + 2 pady); liczba stron, na ktére
sg wyprowadzone piny (wartos¢ nominalna): 2; wymiary gabarytowe: diugosc: 2.0mm + 0.1mm, szerokos¢:
2.0mm £ 0.1mm, wysokos¢: 0.6mm £ 0.15mm; raster wyprowadzen: 0.65mm (warto$¢ nominalna). llos¢ 20
szt.

13. Tranzystor bipolarny typu NPN, do montazu powierzchniowego; prad ciggty kolektora 200mA lub wyZzszy;



maksymalne napiecie kolektor-emiter powyzej 12V, maksymalne napiecie kolektor-baza powyzej 12V,
maksymalne napiecie emiter-baza 6V lub wyzsze, napiecie nasycenia kolektor-emiter 120mV lub mniej;
temperaturowy zakres pracy od -55stC do +150stC lub szerzej; liczba kanatéw (wartos¢ nominalna): 1; liczba
wyprowadzen (warto$¢ nominalna): 3; liczba stron, na ktére sg wyprowadzone piny (warto$¢ nominalna): 1
(pod spodem obudowy); wymiary gabarytowe: dtugos¢: 1.0mm + 0.1mm, szerokosé¢: 0.6mm = 0.1mm,
wysokosé: 0.5mm £ 0.1mm. llos¢ 30 szt.

14. Cewka mocy do montazu powierzchniowego; indukcyjno$¢ 2.2uH £ 20%; maksymalny prad DC 1.3A
0.1A; prad nasycenia 1.3A £ 0.4A; maksymalny opo6r DC ponizej 260mOhm; temperaturowy zakres pracy od
-40stC do +125stC lub szerzej; gabaryty obudowy: diugosé: 1.6mm £ 0.2mm, szerokos¢: 0.8mm £ 0.20mm,
wysoko$é: 0.8mm £ 0.2mm. llo¢: 25 szt.

15. Impulsowy regulator napiecia; montaz powierzchniowy, topologia typu boost, napiecie wejsciowe z zakresu
0.5V do 5.5V lub szerszego; konfigurowalne napiecie wyjsciowe w zakresie 1.8V do 5V lub szerszym; prad
wyjéciowy 1A; nominalna czestotliwosé przetgczania powyzej 1MHz; temperaturowy zakres pracy od -40stC
do 85stC lub szerszy; liczba wyprowadzeh (wartos¢ nominalna): 6; liczba stron, na ktére sg wyprowadzone
piny(warto$¢ nominalna): 2; wymiary gabarytowe: dtugosé: 2.0mm + 0.1mm, szerokos¢: 2.0mm + 0.1mm,
wysokosé: 0.9mm * 0.2mm); raster wyprowadzen: 0.65mm (wartosé nominalna). llo$¢ 25 szt.

16. Programowalny modut radiowy; montaz powierzchniowy; antena wbudowana; napiecie zasilania w
zakresie od 3.0V do 3.6V, temperaturowy zakres pracy od -40stC do +80stC lub szerzej; dostepne interfejsy:
UART, SPI, 12C; komunikacja bezprzewodowa poprzez WiFi oraz Bluetooth; rozmiar pamieci Flash 4Mb lub
wiekszy; rozmiar pamieci RAM 400kB lub wigkszy; liczba wyprowadzen 23 (wartos¢ nominalna); liczba stron,
na ktére sg wyprowadzone piny (wartos¢ nominalna): 1 (pod spodem modutu); wymiary gabarytowe: diugosc:
13mm £ 0.35mm, szerokos¢: 9.5mm + 0.35mm, wysoko$¢: 2mm £ 0.25mm. llos¢: 7 szt.

17. Dioda LED (z6tta) do montazu powierzchniowego; prad przewodzenia SmA + 1mA; napiecie przewodzenia
w zakresie 2.2v - 2.4V; gabaryty obudowy: dtugos¢: 1.6mm + 0.15mm, szerokos$¢: 0.8mm = 0.2mm,
wysoko$¢: 0.45mm £ 0.2mm. lloé¢: 100 szt.

18. Rezystor do montazu powierzchniowego; rezystancja 3300hm * 5%; napiecie znamionowe 50V lub
wyzsze; gabaryty obudowy: dtugosé: 1.6mm = 0.15mm, szerokos$¢: 0.8mm £ 0.15mm, wysokos$é: 0.45mm £
0.1mm. llo$¢: 100 szt.

19. Przetgcznik slizgowy, montaz powierzchniowy; prad znamionowy 25mA (dla 24V) lub wiecej; konfiguracja
styku SPDT; raster wyprowadzen (warto$¢ nominalna) 3.5mm; wymiary gabarytowe: dtugosé: 5.4mm %
0.2mm, szerokos¢: 2.8mm £ 0.2mm, wysokos¢: 2.5mm + 0.2mm; bez dodatkowych mocowan do ptyty PCB;
temperaturowy zakres pracy od -40stC do 85stC lub szerzej, liczba wyprowadzeh 3 (warto$¢ nominalna);
liczba stron, na ktére sg wyprowadzone piny (wartos¢ nominalna): 2. llos¢: 10 szt.

20. Bezpiecznik topnikowy samochodowy; prad znamionowy (wartos¢ nominalna) 30A; wymiary gabarytowe:
dtugosé: 19.1mm £ 0.2mm, szeroko$¢: 5.1mm £ 0.2mm, wysokos¢: 18.8mm £ 0.2mm. llos¢: 10 szt.

21. Gniazdo bezpiecznikowe; prad znamionowy ciggty 30A lub wiecej; napiecie znamionowe 32VDC lub
wyzsze; do bezpiecznikéw topnikowych o wymiarach gabarytowych: dtugo$¢: 19.1mm £ 0.2mm, szeroko$¢:
5.1mm = 0.2mm, wysokos¢: 18.8 mm. llosc¢: 2 szt.

22. Oczko kablowe; otwor pod srube M6 (wartos¢ nominalna); pole powierzchni zyty przewodu w zakresie
3.31mm"2 do 5.26mm"2 lub szerzej; materiat styku: miedz. llos¢: 10 szt.



